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0 RESUME O

L'utilisation d'une jonction est un moyen simple et efficace pour obtenir des
renseignements sur les centres de recombinaison. Nous avons donc utilisé des
meilleures cellules solaires existent sur le marché et qui sont fabriquées pour I'espace,
parce que elles sont les meilleures jonctions semi-conductrices que I'on sache réaliser
actuellement.

La technique d'irradiation électronique d'une jonction est un moyen d'y
introduire des défauts de fagcon contrdlée, en examinant particulierement le cas des
défauts pouvant potentiellement jouer le r6le des centres de recombinaison non-
radiatifs. Ces défauts sont responsables des principales propriétés électroniques de
ces matériaux.

Pour étudier des cellules solaires spatiales multi-jonctions nécessitées par
I'augmentation de la puissance des satellites. Nous avons utilisé les résultats obtenus
sur la dégradation de la densité du courant de court-circuit et la tension du circuit
ouvert en fonction de la dose d'irradiation électronique des cellules uniques telles
que GaAs et GalnP .

Nous avons mesuré l'effet photovoltaique d'une cellule double-jonctions :
GalnP/GaAs , ce qui nous a permis de trouver la variation de la densité du courant de
court-circuit et la tension du circuit ouvert de cette cellule en fonction de la dose
d'irradiation électronique ¢ .

Et nous avons montré que ces variations suivent la méme loi que celle des
cellules uniques telles que GaAs et GalnP .

L'utilisation de ce genre des cellules nous a permis d'obtenir des puissances plus
élevées , et nous avons montré aussi que le rendement diminue seulement de 19.63% a

6.27% pour une dose d'irradiation électronique ¢ =5x10"elec.cm™.

*Maitre De Conférences Au Département De Physique Faculté Des Sciences Université De Tichrine
Lattaquié Syrie.
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